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업계 최고 8V※ 게이트 내압의
150V GaN HEMT 양산 체제 확립

2022년 4월 11일
로옴 주식회사
마케팅 커뮤니케이션부

※2022년 4월 11일 로옴 조사

＊「EcoGaN™」은 로옴 주식회사의 상표입니다.

※본 자료는 발행일 시점의 정보로, 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.

EcoGaN™의 제1탄 ｢GNE10xxTB｣가 기지국 · 데이터 센터 등의
저소비전력화 및 소형화에 기여
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로옴, 파워 분야 제품 전개

파워 디바이스에서 IC, 모듈까지, 저전력 · 소형화에 기여하는 제품을 최적의 형태로 제공

SiC MOSFET 내장 AC/DC 컨버터 IC 등,

파워 디바이스 소자와 IC 기술을 융합한 제품도 제공중

이번에 소개하는 GaN 디바이스는 파워 분야의 포트폴리오를 확장하는 디바이스

• 션트 저항기

파워 디바이스 (파워 반도체)

수동부품

파워 모듈파워 IC

• Full SiC 파워 모듈

• IPM

구동 IC

• 게이트 드라이버

• 모터 드라이버

범용 IC

• IPD

전원 IC

• DC/DC 컨버터 IC

• LDO

• AC/DC 컨버터 IC (SMPS)

GaN HEMT

SiC 디바이스

• SiC MOSFET

• SiC SBD (쇼트키 배리어 다이오드)

Si 디바이스

• IGBT

• SJ-MOSFET

• SBD, FRD (패스트 리커버리 다이오드)
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GaN 디바이스, GaN HEMT란?

GaN은 SiC와 마찬가지로 파워 디바이스에

활용 시, 큰 잠재적 능력을 지닌 재료

Si 4H-SiC GaN

밴드갭 (eV) 1.12 3.2 3.4

비유전률 11.7 9.66 8.9

절연 파괴 전계 (MV/cm) 0.3 3 3.3

전자 포화 속도 (107 cm/s) 1 2 2.5

벌크 내의 전자 이동도 (cm2/Vs) 1350 720 900

열 전도율 (W/cm · K) 1.5 4.5 2～3

GaN (Gallium Nitride : 질화 갈륨)
HEMT (High Electron Mobility Transistor : 

고전자 이동도 트랜지스터)

＝ 화합물 반도체 소재의 일종 ＝ 트랜지스터 소자 구조의 일종

GaN HEMT는 Si MOSFET 대비,

스위칭 손실 대폭 삭감 가능

⚫와이드 밴드갭

⚫절연 파괴 전계가 크다!

⚫전자 포화 속도가 빠르다!



P. 3©  2022 ROHM Co., Ltd.  

GaN 디바이스, GaN HEMT란?상세 디바이스 구조의 특징

Si SJ MOSFET SiC MOSFET GaN HEMT

내압 범위 500V～1kV 600V～数kV ～650V

대전류 대응 〇 〇 △

고속 스위칭 특성 △ 〇 ◎

Ron･Qg *1 1 *2 0.63 0.05

스위칭 손실 1 *2 0.2 0.1

(650V 전압 대역에서비교)디바이스 비교

*1 : 스위칭 성능을 나타내는 지표. 낮을수록 스위칭 성능이 우수하다. *2 : Si SJ MOSET의 Ron · Qg와 스위칭 손실을 1로 가정한다.

Si, SiC MOSFET 종형 구조

n-Si

D

p+p+

전류의 흐름

n+n+

GS S

Gate 절연막

GaN HEMT 횡형 구조

Si

G

GaN

Buffer Layer

AlGaN

DS

전류의 흐름

Gate 절연막

2차원 전자 가스
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트랜지스터계 파워 디바이스의 어플리케이션 적용 범위

GaN HEMT는 중내압 영역에서의 고주파 동작이 우수한 디바이스로서 주목

650V

내압

로옴은 SiC 디바이스를 보완하는 디바이스로서, 150V 내압 GaN 디바이스 개발에 착수

파워 디바이스는 소재 · 소자 구조에 따라, 대응하는 전력 용량과 동작 주파수가 달라진다.

150V

내압

⚫ 대전력

⚫ 고전압 (＞600V)

⚫ 고주파 (20~200kHz)

SiC

• EV 인버터, 
HV DC/DC, OBC

• 서버 전원 1차측

• 태양광 · 풍력

• 산업기기 전원

• 철도

⚫ 중전력

⚫ 중전압 (100~600V)

⚫ 고주파 (200kHz 이상)

GaN

• 데이터 센터 서버 전원

• 기지국 전원

• 소형 AC 어댑터 (민생)

• 차량용 OBC, 48V DC/DC
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GaN 디바이스 시장과 과제

보급을 위해서는

유저의 입장에서

과제 해결이 필수!

로옴은 GaN 디바이스의 과제를 해결하는 기술을 개발, 보급 촉진

게이트 – 소스 정격전압이 낮다!

패키지의 취급이 어렵다.

시장이 생겨났지만,

과제도 현저하게 나타남!

ONOFF

VGS 파형

VDS

VGS

VGS 정격 6V

5V 구동
정격전압
낮다!

BGA 패키지
취급이 어려움

GaN의 특징을 활용하여

새로운 반도체 메이커가

개발에 착수

1

2

3
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제품 라인업

EcoGaN™시리즈 GNE10xxTB

주요 특성

⚫내압 (VDS) : 150V

⚫게이트 - 소스 정격전압 : 8V

⚫독자적인전용 몰드 패키지

•고신뢰, 우수한 실장성

•고방열

•낮은 기생 인덕턴스

⚫고속 스위칭 1MHz 이상

⚫ Normally-off 동작

⚫역회복 시간 0

패키지

품명 VDS [V] VGS [V] IDS [A] Tc=25℃ RDS (on) [mΩ] Qg [nC] 패키지 [mm]

GNE1040TB

150 8

10 40 2.0

DFN5060

[5.0×6.0×1.0]
☆GNE1015TB 15 15 4.9

☆GNE1007TB 20 7 10.2

기판 실장이용이하고, 방열성과

범용성이우수한패키지로,

실장 공정에서의핸들링이용이

고방열

고신뢰

우수한

실장성

☆：개발중

※일부 개발품의 경우, 사양 등은 예고 없이 변경될 가능성이 있습니다.

오버슈트 전압에대한 전압 마진을 증가시킴으로써,

전원 회로의효율을최대화하는고속 스위칭 실현

고신뢰

DFN5060

게이트 – 소스 전압 (VGS) 파형
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어플리케이션 예

⚫데이터 센터 및 기지국 등 48V 입력 강압 컨버터 회로

⚫기지국 파워 앰프부의 승압 컨버터 회로

⚫산업용 LiDAR 구동 회로

⚫ D급 오디오 앰프

회로 이미지

EcoGaN™시리즈 GNE10xxTB

데이터 센터 드론 (LiDAR)기지국

※일부 개발품의 경우, 사양 등은 예고 없이 변경될 가능성이 있습니다.
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400W (48V~24V) 절연형 DC/DC 컨버터*1

솔루션 예

GaN HEMT 이외에 GDIC 및 컨트롤러 IC를
비롯한 솔루션 제공

사용이 더 편리한 GaN 모듈 개발중

*1 : 표시용

LiDAR 레퍼런스*2

⚫ 실제 디바이스를 충실히 재현하는
SPICE 모델

⚫ 솔루션 보드, 각종 전원 토폴로지의
레퍼런스 회로 라이브러리 구비

⚫ Web에서 간단히 시뮬레이션 가능한
ROHM Solution Simulator 제공

솔루션 시뮬레이션 환경

⚫ 각종 레퍼런스 디자인 제공

⚫ 열설계, EMC 설계검증완료평가기판

⚫ 실제 사용 환경에 가까운 조건에서
디바이스 평가 가능

⚫ 각종 디자인 파일 제공
(회로도, 레이아웃, BoM 등)

솔루션 보드

⚫각종 어플리케이션의 전원 · 파워 일렉트로닉스에
최적인 토폴로지와 파라미터 설정을 레퍼런스로 제안

⚫개별 제품 특성뿐만 아니라, 각 제품군의 조합 및 열 · 
EMC 서포트를 조합한 토탈 서포트 가능

솔루션 제안

GaN HEMT 게이트 드라이버IC 레이저 다이오드

레퍼런스 디자인을 구비하여, 고객의 설계 공수 삭감에 기여

*2 : 기획중
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a

GaN HEMT 디바이스 성능의 한차원 높은 향상과 라인업 확충,

제어 IC 등을 조합한 모듈 개발도 추진

GaN 디바이스 개발 로드맵

파워 솔루션
한층 더 강화!

EcoGaN™시리즈
150V 내압품 (Gen.1st)
양산 시작

2022년

150V GaN HEMT의 8V 
게이트 – 소스 정격전압
기술 확립 발표

2021년

GaN
Discrete

Nano Pulse Control™
탑재 전원 IC 양산 시작

2017년

GaN용
Nano Pulse Control™
제어 IC 개발 시작

2021년

EcoGaN™

High voltage (> 600V)

⚫ 650V 내압품 (Gen.1st)

⚫컨트롤러 내장 GaN IPM

GaN IPM

「Nano Pulse Control™」은 로옴 주식회사의 상표 또는 등록상표입니다.

Low voltage (< 200V)

⚫ 150V 내압품 (Gen. 2nd/3rd)
저 ON 저항화, 고속 스위칭화

⚫드라이버 내장 GaN 모듈

GaN Module
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주의 사항

•본 자료에 기재되어 있는 내용은 로옴의 제품 (이하, 「로옴 제품」) 소개를 목적으로 합니다.

•로옴 제품 사용 시에는, 별도로 최신 사양서 및 데이터시트를 반드시 확인하여 주십시오.

•본 자료에 기재되어 있는 정보는, 별도의 보증 없이 제공되는 것입니다.
만일, 해당 정보의 오류 또는 사용으로 기인하는 손해가 고객 또는 제3자에게 발생하는 경우, 로옴은 일절 책임을 지지 않습니다.

•본 자료에 기재되어 있는 로옴 제품에 관한 대표적 동작 및 응용 회로 예는 일례로서 제시된 것이며, 이와 관련된 제3자의 지적재산권
및 기타 권리에 대해 권리 침해가 없음을 보증하는 것은 아닙니다.

•상기 기술 정보의 사용으로 인해 분쟁이 발생하는 경우, 로옴은 해당 책임을 지지 않습니다.

•로옴은, 로옴 또는 타사의 지적재산권 및 기타 모든 권리에 대해 명시적으로나 묵시적으로 그 실시 또는 이용을 허락하는 것은 아닙니다.

•본 자료에 기재되어 있는 제품 및 기술 중, 「외국 외환 및 외국 무역법」 기타 수출 규제에 해당하는 제품 또는 기술을 수출하는 경우,
또는 해외에 제공하는 경우에는, 해당 법에 입각하여 허가가 필요합니다.

•본 자료의 기재 내용은 2022년 4월 현재의 내용이며, 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.


